
PmIKSealeKtronmik 

Information. 
SSE 200, SSE 201, SSE 202 _ 2/87 (n 

Hersteller: VEB Mikroelektronik „Anna Seghers“ Neuhaus 

3ilizi: -Epitaxial-' 

S1Mzium-npm-Epitarial-Plenar-NF-Transistoren für allgemeine Anwendungen in der Hybrid- und Auf- 

setztechnik 
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Bild 1: Gehäuse



üxenzwerte 

Kollektor-Basis-Spamung 

Kollektor-Emitter-Spannung 
-l]1m 1V 

‘m:lttnr-ßma-spmmg 

Kollektorstrom 

Basisatrom 

Gesemtverlustleistung 
San = 85 %0, Rıpga ” b 

Sperrschichttemperatur 

Umgebungstemperaturbereich 

Lagerungstemperaturbereich 

Wärmewiderstand 

Sperrschicht-Umgebung 
auf Koranik 8 x 30 x 0,7 mm} 

Stat: X; 

Kollektor-Emitter-Reststrom 

-Ugp = 1 V, Uop = Uopy 

Emitter-Basis-Restatrom 

Ugp - 5 V, 10=-0 

Kollektor-Emitter-Durchbruch- 
spannung 
Ig= 1 m, Ug = 1V 

Kollektor-Emitter-Sättigungs- 
spannung 
1„-=5u‚:„-0.5u 

Gleichstromverstärkung 

Uog = 3V 10 = 10 

Kurzzejchen __ S3E 200 S3E_201 SSE_202 Einheit 

L 70 100 120 

L 70 100 120 . v 

1 5 5 5 v 

15 30 30 30 “ m 

I„ 10 10 10 LA 

Ptut 150 150 150 mW 

150 150 150 %S 

Sanb 755 0407 #150 55 220 4150 55 „.. +150 % 
Vatg 735 444 +150 -55 4.. 4150 -55 .4+ +150 ° 

L 50,42 50,42 50,42 E/mW 
. 

Kurzzeichen SSE_200 SSE_201 SSE_202 Einheit 

IGBV $ 1 D 1 i 1 lul 

IpB0 $ 100 $ 100 = 100 n& 

UCBRICEW E 70 3 100 * 120 Y 

Vogant — 506 * 0,6 £0,6 v 

Drg *32 32 32 

w Datenblätter dienen 
Oar knbormatian! 

ET lchkeiten oder 

m-— im Sinne des techni- 
schen Fortschritte sind vorbehalten. 
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